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１　はじめに

ポリシリコンの成膜方法によってポリシリコ

ンの結晶性をそれぞれアモルファス状態，粒状

晶，柱状晶と結晶性を制御することが可能であ

る．それぞれの結晶性を有するポリシリコンに

対してイオン注入を行うと，結晶性によってポ

リシリコンのイオン注入プロファイルが大きく

異なることが知られている．本稿では開発した

ポリシリコンのそれぞれの結晶性を考慮したモ

ンテカルロ (MC)イオン注入計算手法とその計

算精度について報告する．

２　計算手法

ポリシリコンの結晶構造で特徴的な結晶粒と

結晶粒界をMCイオン注入計算で扱うために，

開発した計算手法にはポリシリコンに注入され

た MC粒子が結晶粒中を移動している場合と

MC粒子が結晶粒界に到達した場合と大きく分

けて２つの計算ステップがある．まず結晶粒中

では注入されたMC粒子は指定した結晶配向に

従って通常の単結晶シリコン中と同様の計算を

行う．次にMC粒子がある距離以上進むとMC

粒子が結晶粒界に到達したとして，その際に結

晶粒界では原子はアモルファスのようにランダ

ムに配置しているとして衝突相手のシリコン

原子を探索して衝突させる．この２つの計算ス

テップをMC粒子が停止するまで行う．

３　結果と考察

図 1は結晶性の異なるポリシリコンにホウ素

(3keV，3e15cm−2)を注入した際の実測データ

(シンボル)と本稿の計算手法 (点線)との比較で

ある．実測データではポリシリコンの結晶性が

アモルファス，粒状，柱状になるに従って特に

チャネリング成分が増大している．本稿の計算

手法ではこの傾向を再現することは可能である

が，実測データを再現するためには成膜時のポ

リシリコンの結晶粒を単結晶シリコン扱いとす

る仮定が必ずしも正しくないことがわかった．

計算結果などの詳細について講演で報告する

予定である．

Fig 1: Comparison of profile obtained from the

MC calculation with those obtained by SIMS.
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